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Wafer 邊緣、斜角區域的最表面與表層,  
皆可進行局部採樣。

Wafer Edge Analysis

獨家技術研發之高精度接液控制方法,  可分別對邊緣區域與斜角區域進行評價。
此外,  Wafer上薄膜（氧化膜、金屬膜等）的邊緣區域也可進行評價。

Wafer 邊緣區域的評價

晶圓（Wafer）邊緣與斜角部位的汙染評價
高精度區域採樣分析

斜角區域的定量下限

※ 300mm Wafer , 厚度 0.7mm

邊緣、斜角部的分析領域

＜ 邊緣、斜面區域接液案例 ＞ ＜ 片面邊緣區域接液案例 ＞

專用治具

片面邊緣區域接液技術

Depth　　　：0-20 nm ～ 10μm
Edge（片面）：0.5-5 ～ 10 mm


